
Явища переносу в напівпровідниках 

Явища переносу в напівпровідниках називають кінетичними явищами. 

Причиною їх є те, що електрони провідності в своєму русі переносять зв’язані з 
ними фізичні величини: масу, електричний заряд, енергію та ін. В результаті 
чого при певних умовах виникають направлені потоки цих величин, що 
приводить до ряду електричних і теплових ефектів. До кінетичних явищ 
відносяться: електропровідність, ефект Холла, зміна опору в магнітному полі, 
термоерс, ефекти Томпсона, Пельтьє, Рігі-Ледюка, теплопровідність та інші. 
Електропровідність. В результаті невпорядкованого теплового руху в 
електронному газі в стані теплової рівноваги не має переважних напрямів руху, 
і тому середнє значення теплової швидкості рівне нулю. При накладанні 
зовнішнього електричного поля електрони отримують додаткову швидкість під 
дією поля. В цьому випадку результуючий рух електронів вже не є зовсім 
невпорядкованим і виникає направлений потік електричного заряду 
(електричний струм). 
Відстань, яку проходить вільний носій заряду між двома зіткненнями, 
називається довжиною вільного пробігу, а усереднене значення всіх відрізків 
шляху є середня довжина вільного пробігу. 
Час між двома зіткненнями і його усередене значення називається часом 
вільного пробігу і середнім часом вільного пробігу. 
Середня довжина вільного пробігу l і середній час вільного пробігу τ звязані 
співвідношенням l=v0 *т (v0 - середня швидкість теплового руху вільного носія). 
Рух електрону в кристалі складається з невпорядкованого теплового і 
впорядкованого руху, визваного дією зовнішнього електричного поля. 
Направлений рух сукупності носіїв заряду в електричному полі називається 
дрейфом, а швидкість їх направленого руху називається дрейфовою 
швидкістю. 
Для напівпровідників. Процес перетворення зв’язаного електрона у вільний 
називається генерацією. Зворотний йому процес називається рекомбінацією. 
Фактичний рух електрона в кристалі складається з невпорядкованого теплового 
і впорядкованого руху, який визивається дією зовнішнього електричного поля. 
Механізм провідності обумовлений рухом зв’язаних електронів по вакантним 
зв’язкам отримав назву діркової провідності. 
В чистому напівпровіднику, що не містить домішок, відбувається електронна і 
діркова електропровідність. Відповідно електричний струм у власному 
напівпровіднику визначається двома складовими - електронним і дірковим 
струмом, що протікають в одному напрямі. Напівпровідник, що містить у собі 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


